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摘 要

本實驗是在室溫下 ( Room Temperature ) 使用液相沉積( Liquid-Phase Deposition, LPD ) 的方法在矽鍺表面上成長二氧化鈦 (

TiO2, Titanium Oxide )。二氧化鈦的來源為六氟鈦氨酸，在此我們選定的參數為六氟鈦氨酸濃度為0.25 M、硼酸濃度

為0.05 M、溫度為40 ℃。從實驗中發現，提升硼酸濃度或者是六氟鈦氨酸濃度可以增加其成長速率。經由材料分析之後，

可以經由化學分析電子儀 ( Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA ) 驗證我們使用LPD所成長的薄膜為二氧化鈦

，從ESCA的資料得到Ti2p的峰值在鍵結能分別為458.6 eV以及464.5 eV。 此外，我們利用硫化處理，來改善元件的電特性

，而硫化處理的參數則為將基板置入硫化氨溶液 [ (NH4)2Sx ] 中浸泡30分鐘，50 ℃。利用同樣的沉積條件，我們將之製作

成金氧半 ( MOS ) 元件，經由電性量測後，在電場強度為1 MV/cm下，漏電流密度為1.35 × 10-7 A/cm2，比起未硫化處理

的樣品，在同樣電場下，漏電流密度為8.18 × 10-6 A/cm2，降低了近60倍。 此外，我們亦發現，二氧化鈦薄膜具有抗反

射的效果，我們利用二氧化鈦當作一個抗反射層 ( Anti-Reflection Coating, ARCs )，並且使用在MSM光檢測器中，可以發現

到有被覆二氧化鈦之樣品，光暗電流比明顯提高了。
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